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2.1 Ladungsträgertransport - Boltzmann-Transport-Gleichung . . . . . . . . . . 5

2.2 Relaxation in III-V-Halbleitern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2.1 Streuung mit Phononen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2.2 Streuung an Störstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.3 Die Elektron-Loch-Streuung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2.4 Zusammenfassung der Streuprozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.3 Rekombination in III-V-Halbleitern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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3.1 Präparative Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.1.1 MOCVD - Metalorganic Chemical Vapour Deposition . . . . . . . . . 25

3.1.2 Spraypyrolyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.1.3 Bedampfungsanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
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τDA inverse Streurate mit Deformationspotential

τeA Lebensdauer des strahlenden eA0-Übergangs
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